
블로그  출력하기 | 창 닫기 

FET트랜지스터 동작원리 | H/W관련 자료 2006/05/22 13:53 

http://blog.naver.com/bravo747/20024294482

FET트랜지스터 동작원리  
  

(1) FET 구조와 동작  
 

[1] FET의 종류  

 

① FET는 접합형과 절연 게이트형(MOS형)이 있고, 다시 각각 n채널형과 p채널형으로 나눈다.  

② 전극명은 드레인(D:drain), 소스(S:source) 및 게이트(G:gate)로 3단자이다.  

 

[2] 접합형 FET에 흐르는 전류  

 

(가) 전압을 가하는 방법과 흐르는 전류  

 

① VDS가 작을 때 ID는 VDS이 비례하나, VDS가 어느값 이상 커지면 ID는 VDS에 그다지 영향

을 받지 않고 포화되어 VGS에 의해 크게 변화한다.  

 

(나) FET 내부에서의 전자 움직임  

 

① 공핍층(depletion layer) : pn접합면에는 역전압이 가해져 있으므로 접합면 가까이의 자유 전

자가 없는 영역. 

② 채널(channel) : n형 반도체 내에서 공핍층을 제외한 영역은 VDS에 의해 자유 전자가 이동

하는 영역. 

 

③ VGS를 가할 경우 : VGS=0[V]일 때는 공핍층은 VDS에 의한 것이었지만, VGS를 증가시키면 

그 전압이 역방향 전압이므로, VGS=0[V}일 때보다 공핍층이 넓어져 같은 VDS일지라도 ID는 

작아진다.  

 

[3] 절연 게이트형(MOS형) FET에 흐른 전류  

 

(가) 전압을 가하는 법과 흐르는 전류 : 접합형의 경우와 같이 VDS가 어떤값 이상으로 커지면 V

GS전압만으로 드레인 전류 ID가 제어된다. 

 

(나) 채널 내부에서의 전자의 움직임 :  

 

 

① VGS를 변화시킴으로써 VDS에 영향을 받지 않고 채널을 변화시켜 ID를 제어할 수 있다.  

 

[4] 감소형과 증가형  

 

① 감소형 : 절연 게이트형(MOS형)FET는 게이트 전압 VGS가 가해짐에 따라 미리 형성된 채널

을 좁혀서 드레인 전류 ID를 감소시키는 특성을 가지고 있으므로 감소형이라 한다.  

② 증가형 : VGS를 가하지 않았을 때는 채널이 형성되지 않고, VGS를 가함으로써 채널이 형성

되게 하여, VGS를 크게 함에 따라 채널이 넓어져 ID가 증가하도록 만든 것을 증가형이라 한다. 
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내용출처 : http://user.chollian.net/~kimjh94/junja/junja_2/junja2-3.html
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